a 2016 0074 lofl

Procedeu de crestere a structurii n*-p-p‘InP pentru celule solare, care consti in aceea ca substratul de p'InP cu
orientarea cristalograficd (100), dezorientarea de 3...5° spre (110) si concentratia purtatorilor de sarcina de
1...3-10" cm™ se prelucreazi in toluen si alcool izopropilic, se corodeazi in solutie de 5% Br, in metanol, se spala
in alcool izopropilic, se usuca in vaporii acestuia $i se plaseaza intr-un reactor pe un suport, se purjeaza reactorul cu
hidrogen timp de 1 ord, se stabileste in acesta temperatura de 670°C, se corodeaza substratul cu HCI, se creste stratul
de pInP cu grosimea de 10 um, se corodeazi cu HCI reactorul si stratul de pInP, pe care se creste stratul de nInP, se
scoate semifabricatul obtinut din reactor, se depune contactul ohmic din Ag+5%2Zn pe p*, care se trateazi termic la
temperatura de 500°C, ulterior se depune un contact ohmic din In pe substratul de n'InP si se trateazi termic la
temperatura de 250°C.



